
CatCatCatCat----CVD CVD CVD CVD SiNSiNSiNSiNxxxx膜による膜による膜による膜による片面片面片面片面テクスチャテクスチャテクスチャテクスチャーーーー結晶結晶結晶結晶 SiSiSiSi 表面表面表面表面ののののパッシベーションパッシベーションパッシベーションパッシベーション    

Surface passivation of crystalline Si with single-side textures by Cat-CVD SiNx films 
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はじめにはじめにはじめにはじめに 

結晶 Si(c-Si)太陽電池の高性能化には、窒化

Si(SiNx)膜での c-Si 表面の有効なパッシベーシ

ョンが不可欠である。これまで我々は、触媒化

学気相堆積(Cat-CVD)法で堆積した SiNx 膜の

c-Si 表面の優れたパッシベーション性能を実

証している[1–3]。今回我々は、裏面電極型 c-Si

太陽電池への応用を念頭に、アルカリ溶液での

異方性エッチングにより平均サイズ 1–2 µm 

微小テクスチャーを片面のみに形成した c-Si

表面の、Cat-CVD SiNx 膜でのパッシベーショ

ンを検討したので報告する。 

実験方法実験方法実験方法実験方法 

バルク少数キャリア寿命>10 ms の n 型

c-Si(100)を基板として用いた。まず、Table 1

に示す条件で、エッチングマスクとして、c-Si

片面に膜厚~100 nm の SiNx膜を堆積した後、

KOH をベースとしたアルカリ溶液に Si 基板を

90 °C、15 分間浸漬することで、片面のみにテ

クスチャー構造を形成した。その後、5% HF

に浸漬することで SiNx 膜を除去し、再びオゾ

ン水で 5 分間超音波洗浄した後 RCA 洗浄を行

った。その後再度、Table 1 に示す条件で、c-Si

両面に、膜厚~100 nm の SiNx膜を堆積した。

試料取り出し後、窒素雰囲気下、350 °C で 30

分間アニールを行った。 

参照用試料として、両面平坦、両面テクスチ

ャー基板上にも同様の SiNx 膜堆積、ポストア

ニールを行った。µ-PCD 法で c-Si の実効少数

キャリア寿命(τeff)を測定することで、SiNx膜の

パッシベーション能力を評価した。 

結果結果結果結果 

Table 2 に、SiNx膜を堆積した両面平坦、両

面テクスチャー、および片面のみテクスチャー

形成を行った基板の τeffを示す。ポストアニー

ル後の片面テクスチャー試料において、2 ms

を超える τeffが実現できており、裏面電極型c-Si

セルへの適用が期待される結果を得た。両面平

坦基板より τeffが低い原因としては、テクスチ

ャー構造の形成による表面積の増大が考えら

れる。 

Table 1  Deposition conditions of SiNx films. 
 

SiH4 

(sccm) 

NH3 

(sccm) 

Pressure 

(Pa) 

Ts 

(°C) 

Tcat 

(°C) 

Time 

(s) 

8 150 10 100 1800 184 

 

Table 2  τeff of c-Si wafers passivated with Cat-CVD 

SiNx films. 
 

 Before annealing Annealed 

Flat 0.29 ms 2.60 ms 

Textured 0.16 ms 1.57 ms 

Flat+Textured 0.35 ms 2.30 ms 
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